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ZnOZnO系透明導電膜系透明導電膜の配向性と電気的特性のの配向性と電気的特性の
関連性の評価関連性の評価

異なる配向性のundoped ZnOを用いて
配向性の異なるZnO系透明導電膜の成膜
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undoped ZnO上AZOの配向性の評価
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バッファ層上AZOのθ-2θスキャン
2θ (deg)
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c軸配向性が強くなる

AZO

undoped ZnO

glass

•(0002)回折ピークが強くなる

バッファ層の成膜温度が高いほど

•(0002)面以外の回折ピークは弱くなる

ZnO c面以外からの回折ピークを検出

下地の下地のundopedundoped ZnOZnOの結晶方位をの結晶方位を
引き継いで引き継いで

AZOAZOの成膜が行われているの成膜が行われている

バッファ層
成膜温度を変えて成膜

同一条件で成膜

ω, In-plane ω-2θスキャンの結果も同様
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undoped-ZnO上AZOの電気的特性
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AZO単層
n S= 3.5×1016 cm-2

n = 6.6×1020 cm-3

AZO単層
RS = 7.8 Ω/□
ρ = 4.1×10-4 Ωⅎcm

AZO単層
μ = 23 cm2/Vs

μAZO/undoped ZnO ＞ μAZO

移動度μ が増加
シートキャリア密度nSが増加

undoped ZnOバッファ層の
成膜温度が300℃以上では

RS AZO/undoped ZnO ＜ RS AZO

バッファ層の成膜温度が高いほど

シート抵抗 RS が低下

AZO

glass

AZO

undoped ZnO

glass

同一条件で成膜

比較
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cc軸配向性が向上することにより軸配向性が向上することによりAZOAZOの電気的特性が改善の電気的特性が改善

成膜温度を変えて作製したundoped ZnOバッファ層上に
同一条件でAZO層を作製

まとめ

undoped ZnOバッファ層の成膜温度により
AZO層のc軸配向性が変化

AZO層のc軸配向性が向上すると

移動度が上昇

良質なバッファ層の挿入、初期形成層の作製により
透明導電膜の高品質化が期待できる


